
図 2. 電圧無印加および印加時の 

共振特性 

図 3. 素子改善の一例 
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[はじめに] シリコンの微細加工技術を用いて光集積回路

を実現しようという試みがなされており、そのひとつの素

子として、シリコンリング共振器型の素子が波長フィルタ

や変調素子として期待されている。一般にシリコン光デバ

イスの共振波長の変調方法としては、キャリアプラズマ効

果や熱光学効果などが用いられている。我々は、図 1 に示

すようなスロット導波路に梁形状を付加させた形状のリン

グ共振器の提案を行っている。電圧を印加させることによ

り、導波路自体の物理的位置及び有効屈折率が変化し、共

振波長が変調する。この素子では、静電力による動作なの

で、低消費電力が期待できる。 

[実験] まず、SOI ウェハ(BOX 層 1.1m)を用いて、電子

線描画とドライエッチングにより、裾部に梁構造を形成し

たリッジ型のスロットリング共振器を作製した。Al 電極は

スパッタとウェットエッチングにより形成した。最後に下

部クラッドである SiO2 層除去のパターニングは紫外線露

光により行い、HF ウェットエッチングにより除去した。 

[結果・考察]スロット幅が 150nm の場合の素子を作製し、

電圧 50V を印加した際の共振波長の変化を測定した。物理

的な位置による屈折率の変化機構では、屈折率が高くなり

長波長側に変化することが予想されたが、図 2 の測定結果

より短波長側に変化することが分かった。この起因として、

スロット導波路の表面に誘起されたキャリアが考えられる。

改善策として、スロット幅を 50nm 以下にすることがあげら

れる。シミュレーションから 50nm 程度以下で、キャリアの

効果より物理的な機構が大きくなることが見積もられた。

もう 1 つの簡単な改善策として、図 3 のように、静電引力

の駆動電極をスロット間と異なる部分に設け、スロット導

波路間にキャリアが誘起しない構造が考えられる。 
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図 1. 提案する梁構造を有するスロット

リング共振器の素子構造 
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